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化学気相成長 (CVD) は、グラフェンの優れた電子輸送特性を最大限に活用できる単結晶のグ

ラフェンを大面積で作製できる可能性がある技術として産業応用の観点から広く研究されている。

我々は、CVD においてスパッタリング法により作製した単結晶の Ir(111) /α-Al2O3(0001)基板を用

い、電気化学転写を行うことで同一基板による複数回のグラフェン成長が可能である事を報告し

たが、その電気的特性の評価には至っていなかった[1]。そこで本研究では Ir(111)/α-Al2O3(0001)基

板上で作製した CVD グラフェンの電気的特性の評価に取り組むと共に、電気的特性の向上に向

けて最適な基板作製条件・CVD条件の検討を行った。 

Ir(111) /α-Al2O3(0001)基板を用い、CVD法によりグラフェンを成長させた。Ir基板は従来の 450℃

での成膜と 900℃でのアニールした基板と今回新たに 1150℃で成膜した基板を用いた。CVDグラ

フェンは電気化学転写により SiO2/Si基板に転写し、ラマン分光法による結晶性の評価、ホール効

果測定による電子的特性の評価を行った。 

図 1は 2種類の基板で作製した CVD グラフェンのラマ

ンスペクトルである。高温成膜 Ir基板では、Dバンドが微

小であり、2D バンドの半値全幅が小さいことから結晶性

の高い CVD グラフェンが得られたことがわかる。また、

ホール効果測定により得られたシート抵抗とキャリア移

動度はそれぞれ、低温成膜 Ir 基板では 1197 Ω/☐   828 

cm2/Vs、高温成膜 Ir基板では 673 Ω/☐  1670 cm2/Vsであっ

た。これは Irを高温で成膜した方が基板の結晶性が高く、

また図 2に示すように高温成膜 Ir基板では CVD時におけ

る基板表面形態の変形が抑えられていることから、高温で

Irを成膜した基板を用いることで欠陥の少ないグラフェン

を成長・転写でき、優れた電気的特性が得られたと考えら

れる。今後は更なる Ir基板作製条件の最適化を行うととも

に、CVD条件、電気化学転写条件の検討が必要である。 
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Fig.1：Raman spectra of the graphene 

films on SiO2/Si substrates. 
 

 
Fig.2：AFM images of Ir surfaces grown 

at (a) low and (b) high temperature before 
and after CVD. 
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